
บทท่ี 3 
วิธีการทดลอง 

 
 บทนี้นําเสนอรายละเอียดของวิธีการทดลองท่ีใชในงานวิจัย ซ่ึงประกอบดวย 3 ข้ันตอน
หลัก คือ 1) การเตรียมผงพอรซเลน 2) การเตรียมพอรซเลนเซรามิกชนิดท่ีมีการเสริมแรงดวย
อนุภาคนาโนของอะลูมินา 3) การตรวจสอบเฟส สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล และโครงสราง
จุลภาคของวัสดุท่ีเตรียมได โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1 การเตรียมผงพอรซเลน 
 ในงานวิจัยนี้ ไดทําการผสมผงพอรซเลนทางการคากับผงอะลูมินาท่ีมีขนาดของอนุภาค
แตกตางกัน 2 ขนาด ดวยการผสมแบบ ball-milling โดยมีรายละเอียดแสดงดังตาราง 3.1 และไดมี
การตรวจสอบสารตั้งตนท้ังหมดดวยเทคนิค XRD อีกคร้ังกอนจะนํามาใช 
 
ตาราง 3.1 รายละเอียดของสารต้ังตนท่ีใชในงานวิจัย 
 

ผง บริษัทท่ีผลิต มวลโมเลกุล 
  

ความบริสุทธ์ิ 
(%) 

ขนาดอนุภาค 
(ไมโครเมตร) 

พอรซเลน 
อะลูมินาa 
อะลูมินาb 

Vita* 
Struers** 

Fluka*** 

- 
101.96 
101.96 

- 
99.99 
99.99 

25-30 
0.01 
7-15 

a แกมมาอะลูมินา โครงสรางผลึกแบบ cubic  
b แอลฟาอะลูมินา โครงสรางผลึกแบบ rhombohedral 
* VMK 68, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany 
**Alumina suspension type FF, Struers A/P, Denmark 
*** Fluka Chemical GmbH, Switzerland 
 
ทําการเตรียมผงพอรซเลนตามแผนภาพดังรูป 3.1   โดยเร่ิมจากการชั่งสารต้ังตน  (ผงพอรซเลนและ
อะลูมินา) ตามสูตรตาง ๆ ดังรายละเอียดแสดงในตาราง 3.2 ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 4 กลุม ตาม
รอยละโดยปริมาตรของอะลูมินาท่ีผสมลงไป ดังนี้ กลุมท่ี 1 (D) เปนผงพอรซเลนบริสุทธ์ิท่ีใชเปน
ชุดควบคุม กลุมท่ี 2 D(An5), D(An2.5)(Am2.5) และ D(Am5) เปนกลุมท่ีมีการผสมผงอะลูมินารอยละ 
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5  โดยปริมาตรลงไป  โดยแตละสูตรแตกตางกันท่ีขนาดของผงอะลูมินา   กลาวคือ   สูตรท่ี 2    ใช
ผงอะลูมินาขนาดนาโนเมตรท้ังหมด (D(An5)) สูตรท่ี 3 เปนการผสมระหวางผงอะลูมินาขนาดนา
โนเมตรและไมโครเมตรในอัตราสวน 1:1 (D(An2.5)(Am2.5)) และสูตรท่ี 4 ใชผงอะลูมินาขนาด
ไมโครเมตรท้ังหมด (D(Am5)) ในทํานองเดียวกับกลุมท่ี 2  กลุมท่ี 3 D(An10), D(An5)(Am5) และ 
D(Am10) และกลุมท่ี 4 D(An15), D(An7.5)(Am7.5) และ D(Am15) เปนกลุมท่ีมีการผสมผงอะลูมินารอย
ละ 10 และ 15 โดยปริมาตร ตามลําดับ นําผงผสมเหลานี้ท่ีมาใสลงในกระปองพลาสติกท่ีบรรจุลูก
บดอะลูมินา เติมเอทานอลลงไปชวยในการหลอล่ืน ปดฝาใหสนิทแลวนําไปทําการผสมสารดวย
เคร่ือง ball-milling (รูป 3.2)  เปนเวลานาน 30 นาที แลวจึงนําสารท่ีไดไปตรวจสอบเฟสดวยการใช
เทคนิค XRD ตอไป 
 
ตาราง 3.2 องคประกอบของผงผสมระหวางพอรซเลนกับอนุภาคอะลูมินาท้ัง 10 สูตร ท่ีใชใน
งานวิจัย [31] 
 

สูตร 
ผงพอรซเลน (D) 

(รอยละโดยปริมาตร) 

อะลูมินา 
ขนาดนาโนเมตร (An) 
(รอยละโดยปริมาตร) 

อะลูมินา 
ขนาดไมโครเมตร (Am) 

(รอยละโดยปริมาตร) 
1. D 100 - - 
2. D(An5) 95 5 - 
3. D(An2.5)(Am2.5) 95 2.5 2.5 
4. D(Am5) 95 - 5 
5. D(An10) 90 10 - 
6. D(An5)(Am5) 90 5 5 
7. D(Am10) 90 - 10 
8. D(An15) 85 15 - 
9. D(An7.5)(Am7.5) 85 7.5 7.5 
10. D(Am15) 85 - 15 
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รูป 3.1 แผนผังแสดงข้ันตอนการเตรียมผงผสมสูตรตาง ๆ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูป 3.2 เคร่ืองผสมสารแบบ ball-milling 
 
 
 

ผงพอรซเลน ผงอะลูมินา 

ผสมสาร 

อบใหแหง 
(120๐ซ) 

บดละเอียดดวยครกบดสาร 

ผงผสม 
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3.2 การเตรียมพอรซเลนเซรามิก 
นําผงท่ีเตรียมไดจากหัวขอ 3.1 มาข้ึนรูป เพื่อใหไดพอรซเลนเซรามิกสูตรละ 20 ช้ินโดยใช

แมพิมพโลหะ open multipart mould (รูป 3.3) ดวยวิธีการเทแบบ (slip-casting) แสดงดังรูป 3.4 
ตามมาตรฐาน ISO 6872:1995 (E) [35] ใชผงคร้ังละประมาณ 2 กรัม ผสมกับ PVA ท่ีมีความเขมขน
รอยละ 1.5 โดยนํ้าหนักลงไปดวยประมาณ 2-3 หยด เพื่อเปนตัวชวยประสานใหผงเกาะกันดีข้ึน 
แลวนํามาเทลงไปในแมพิมพโลหะ (รูป 3.4 (a)) หลังจากนั้นซับตัวชวยประสานสวนเกินออกดวย
กระดาษทิชชู (รูป 3.4 (b)) ปาดหนาใหเรียบดวยไมพายโลหะแลวจึงถอดช้ินงานออกจากแมพิมพ 
(รูป 3.4 (c - e)) โดยช้ินงานท่ีข้ึนรูปไดจะมีลักษณะเปนแทง (bar) ท่ีมีความกวางและความยาว 5 
และ 25 มิลลิเมตร ตามลําดับ ดังรูป 3.5  

 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 3.3 open multipart mould 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3.4 การข้ึนรูปช้ินงานดวยวิธีการเทแบบ (slip-casting) 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 
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รูป 3.5 ตัวอยางช้ินงานท่ีผานการข้ึนรูปดวยวิธีการเทแบบ 
 
จากน้ันนําช้ินงานท่ีข้ึนรูปไดไปเผาซินเทอรโดยอาศัยแผนผังการเผาซินเทอรดังรูป 3.6 ท่ี

อุณหภูมิตาง ๆ กัน ภายใตเง่ือนไขในการเผาดังแสดงไวในตาราง 3.3 โดยใชเตาเผาพอรซเลนแบบ
สุญญากาศ (Automatic porcelain furnace: Master Spirit 120, KDF) ซ่ึงจะเร่ิมทําการอบแหงช้ินงาน
เปนเวลา 6 นาที จนกระท่ังอุณหภูมิสูงถึง 800๐ซ ปมสุญญากาศจึงเร่ิมทําการดูดอากาศออกและ
ปลอยอากาศเขาหลังจากการเผาซินเทอรเสร็จ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3.6 แผนผังการเผาซินเทอร (TS คือ อุณหภูมิท่ีใชในการเผาซินเทอร) 
 
 
 

เวลา (นาที) 

อุณหภูมิ (๐ซ) 

55 ๐ซ/นาที 
~ 4 นาที 

3 นาที 
TS 

อบแหง 6 นาที 

               * 

** 

* ปมสุญญากาศเร่ิมทํางาน 
** ปมสุญญากาศหยุดทํางาน 

 

800 
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ตาราง 3.3 เง่ือนไขท่ีเลือกใชในการเผาซินเทอรช้ินงานท้ัง 10 สูตร 
 

สูตร 
อุณหภูมิ 

ในการเผาซินเทอร 
(๐ซ) 

เวลา 
ในการเผาซินเทอร 

(นาที) [14] 

อัตราการข้ึนอุณหภูมิ 
(๐ซ/นาที) [14] 

1. D 
2. D(An5) 
3. D(An2.5)(Am2.5) 
4. D(Am5) 
5. D(An10) 
6. D(An5)(Am5) 
7. D(Am10) 
8. D(An15) 
9. D(An7.5)(Am7.5) 
10. D(Am15) 

1020 
1120 
1125 
1135 
1125 
1130 
1140 
1135 
1150 
1200 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 3.7 เตาเผาพอรซเลนแบบสุญญากาศ (Automatic porcelain furnace: Master Spirit 120, KDF) 
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 เม่ือนําผงพอรซเลนท้ัง 10 สูตรมาทําการข้ึนรูปเปนแทงรูปส่ีเหล่ียนผืนผา (รูป 3.5) โดย
เร่ิมตนท่ีผงพอรซเลนบริสุทธ์ิ (D) เผาซินเทอรท่ีอุณหภูมิ 950, 1000, 1050, 1100 และ 1150°ซ 
ตามลําดับ ดวยอัตราการข้ึนของอุณหภูมิ 55°ซ/นาที และเผาแชเปนเวลานาน 3 นาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูป 3.8 ลักษณะของเซรามิกท่ีเตรียมจากผงพอรซเลนบริสุทธ์ิ (D) หลังการเผาซินเทอรท่ีอุณหภูมิ (a) 
950 (b) 1000  (c) 1050  (d) 1100 และ (e) 1150°ซ ตามลําดับ 
 
 จากรูป 3.8 แสดงผลการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของพอรซเลนเซรามิกท่ีเตรียมได 
พบวาอุณหภูมิเผาซินเทอรท่ี 950°ซ ผงพอรซเลนไมสุกตัวข้ึนหรือมีความแนนตัวตํ่ามาก ซ่ึงสังเกต
ไดจากขนาดของช้ินงานท่ีแทบจะไมมีการเปล่ียนแปลง ดังรูป 3.9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3.9 ลักษณะของเซรามิกท่ีผานการเผาซินเทอรท่ีอุณหภูมิ (a) 950°ซ และ (b) 1020°ซ 

 
(a) (b) (d) (e) (f) 

 
(a) (b) 
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และท่ีอุณหภูมิเผา 1000°ซ ก็ยังไมสามารถทําใหเนื้อเซรามิกเกิดการสุกตัวไดอยางท่ัวถึงเชนกัน โดย
สังเกตไดจากมุมของช้ินงานท่ีเร่ิมมีความโคงมนแตก็ยังมีผิวบางสวนท่ียังไมสุกตัว และเม่ือทําการ
เพิ่มอุณหภูมิเผาซินเทอรข้ึนเปนท่ี 1050°ซ จะทําใหไดพอรซเลนเซรามิกท่ีมีความสุกตัวข้ึน มุมของ
ช้ินงานโคงมนและผิวมีความมันวาวอยางท่ัวถึง อยางไรก็ตาม   ไดทดลองเผาซินเทอรท่ีอุณหภูมิ
สูงข้ึนอีก     เพื่อยืนยันชวงอุณหภูมิการเผาซินเทอรท่ีถูกตอง ซ่ึงจากรูป 3.8 (e) และ (f) แสดงใหเหน็
อยางชัดเจนวาช้ินงานถูกเผาท่ีอุณหภูมิสูงเกินไป จึงเกิดการบวมและมีรูปรางท่ีผิดเพี้ยนไปจากท่ีข้ึน
รูปไว ท้ังนี้ในการทดลองไมไดเปล่ียนอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิและเวลาเผาซินเทอรเนื่องจาก
การศึกษาของ Cheung และ Darvell [14] ดังท่ีไดกลาวแลวในหัวขอ 2.1.2 
 เม่ือไดชวงอุณหภูมิเผาซินเทอรท่ีเหมาะสม คือ 1000 – 1050°ซ จึงทําการเผาซํ้าอีกคร้ังท่ี
อุณหภูมิในชวงระหวาง 1000  ถึง  1050°ซ  เพื่อหาอุณหภูมิเผาซินเทอรท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีทําให
พอรซเลนเซรามิกมีความหนาแนนสูงท่ีสุด ซ่ึงพบวาท่ีอุณหภูมิ   1020°ซ พอรซเลนเซรามิกสูตร 1 
มีความหนาแนนสูงท่ีสุด คือ 2.38 g/cm3 [36] เม่ือเทียบกับอุณหภูมิอ่ืน ๆ เม่ือทําซํ้าในทํานอง
เดียวกันกับพอรซเลนบริสุทธ์ิจะไดอุณหภูมิซินเทอรท่ีเหมาะสมกับผงผสมสูตรตาง ๆ โดยใชความ
หนาแนนของช้ินงานเปนเกณฑ  
 
3.3 การตรวจสอบเฟสดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ (XRD) 

ในงานวิจัยนี้ไดใชเทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซ (X-ray diffraction technique) โดยใช
เคร่ือง Siemens-D500 diffractometer (รูป 3.10) ในการตรวจสอบหาเฟสท่ีสนใจ (Al2O3 และ  
KAlSi2O6)โดยอาศัยหลักการตกกระทบของรังสีเอ็กซลงบนผิววัสดุแลวเกิดการการกระเจิง 
(scattering) และเล้ียวเบนโดยมีมุมในการเล้ียวเบนแตกตางกันไปข้ึนอยูกับโครงสรางผลึกและ
ระนาบ (hkl) ท่ีรังสีตกกระทบภายในวัสดุ โดยท่ีรูปแบบของการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซของวัสดุแต
ละชนิดนั้นก็จะมีความเฉพาะเจาะจงสําหรับวัสดุนั้น ๆ ดังนั้นเม่ือนําเคร่ืองมือสําหรับวัดตรวจวัด 
(detector) มารองรับรังสีเอ็กซท่ีกระเจิงออกมาจากวัสดุในตําแหนงตาง ๆ ก็จะสามารถตรวจสอบได
วาวัสดุนั้นเปนวัสดุหรือสารชนิดใด โดยพิจารณาจากขอมูลของความสัมพันธระหวางคามุมของ
แบรกก (Bragg’s angle) และความเขมของพีครังสีเอ็กซของรูปแบบการเลี้ยวเบนท่ีปรากฏ (รูป 
3.11) ซ่ึงดังท่ีไดกลาวมาแลววาสารแตละชนิดจะมีรูปแบบของการเล้ียวเบนท่ีเปนลักษณะเฉพาะ
แตกตางกันไป จึงสามารถนํารูปแบบของการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซท่ีตรวจสอบไดมาเปรียบเทียบ
กับขอมูลของสารชนิดตางๆ ท่ีมีอยูในฐานขอมูลมาตรฐาน (JCPDS files) [37] เพื่อตรวจสอบชนิด
ของเฟสท่ีเกิดข้ึนไดโดยเร่ิมจากการนําผงและช้ินงานเซรามิกท่ีเตรียมไดมาบรรจุใสใน holder 
จากนั้นนําไปวางท่ีบริเวณชองสําหรับวางช้ินงานในเคร่ือง X-ray diffractometer  แลวจึงเดินเคร่ือง
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โดยใชเปาทองแดง (CuKα) ท่ีใหรังสีเอ็กซคาความยาวคลื่นประมาณ 1.54 Å ออกมาดวย step 
ประมาณ 5 องศา/นาที จากคามุม 2θ ท่ี 10 องศา ไปจนถึงท่ีคามุม 2θ ท่ี 60 องศา และจากรูปแบบ
ของการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซสามารถนําขอมูลมาใชคํานวณหาขนาดของเฟสท่ีตองการศึกษาได
โดยอาศัยสมการของ Scherrer [38]  

 

   
BsizeB

Kt
θ

λ
cos

=     (3.1) 

เม่ือ t คือ ขนาดของผลึก 
 K คือ คาคงท่ี มีคาประมาณ 0.9 
 λ  คือ ความยาวคล่ืนของรังสีเอกซ ในการทดลองนี้คือ 1.5405 นาโนเมตร 
 Bsize คือ Full Width at Half Maximum (เรเดียน)  
 Bθ  คือ มุมแบรกก (องศา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3.10 เคร่ือง X-ray diffractrometer (รุน Siemens-D500) 
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รูป 3.11 หลักการตรวจสอบเฟสดวยเทคนคิ XRD และตัวอยางรูปแบบการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซ
ของผงทองคํา [39] 
 
3.4 การตรวจสอบพฤติกรรมการแจกแจงของขนาดอนภุาค (particle size distribution analysis)  
 ไดทําการตรวจสอบพฤติกรรมการแจกแจงขนาดของอนุภาคอะลูมินาท่ีใชในการทดลอง
ท้ังขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตรและไมโครเมตร โดยใชเคร่ือง particle size analyzer ยี่หอ CILAS 
รุน 1064 ดังรูป 3.12 ซ่ึงเคร่ืองนี้อาศัยหลักการเล้ียวเบนของแสงเลเซอร (laser diffraction) กลาวคือ 
เม่ือมีอนุภาคท่ีกระจายตัวอยูในตัวกลางผานลําแสงช่ัวระยะเวลาหนึ่ง      โดยการใชสมมุติฐาน
ของฟรอนโฮเฟอร (Fraunhofer’s approximation) ท่ีวาความเขมของแสงท่ีเกิดการเล้ียวเบนมี
ความสัมพันธกับปริมาณของอนุภาคแตละขนาด แตมุมเล้ียวเบนกลับเปนสัดสวนผกผันกับขนาด
ของอนุภาค และเม่ืออาศัยคอมพิวเตอรก็จะสามารถประมวลผลจากขอมูลการเล้ียวเบนของแสงเปน
การกระจายตัวของอนุภาคได [40] 
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รูป 3.12 เคร่ือง particle size analyzer ยี่หอ CILAS รุน 1064 
 
3.5 การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของเซรามิก 
3.5.1 การหาคาความหนาแนน (density) 

ทําการหาคาความหนาแนนของเซรามิกท่ีเตรียมได       โดยอาศัยหลักการแทนท่ีน้ําของ
อารคีมีดีส (Archimedes) [41] เร่ิมจากนําเซรามิกท่ีตองการทราบคามาตมในน้ํากล่ันเปนเวลานาน 2 
ช่ัวโมง เพื่อกําจัดอากาศท่ีอยูภายในเนื้อเซรามิกออก ท้ิงไวใหเย็นในอากาศ จากนั้นจึงนํามาช่ังในน้ํา 
(W3) ช่ังขณะเปยก (W2) และนําไปอบในเตาอบใหแหงเพื่อนํามาช่ังขณะแหง (W1) แลวจึงนาํคาท่ีได
ท้ังหมดมาคํานวณหาคาความหนาแนนตามสมการ 3.2 ดังนี้ 

 

                                          
OHC WW

W
2
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1 ρρ ×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=                                   (3.2) 
 

เม่ือ   Cρ      คือ ความหนาแนนของเซรามิก 

OH2
ρ  คือ ความหนาแนนของน้ําท่ีอุณหภูมิ 25 ๐ซ ซ่ึงมีคาเทากับ 0.997 กรัมตอลูกบาศก 

เซนติเมตร 
        1 2,W W และ 3W  คือ น้ําหนักของเซรามิกท่ีช่ังในอากาศขณะแหง  ขณะเปยก  และในนํ้า

ตามลําดับ 
 
3.5.2 การหาคาการหดตัวหลังการเผา (shrinkage) 

หลังจากผานกระบวนการเผาซินเทอรเรียบรอยแลวจึงนําเซรามิกท่ีไดมาตรวจสอบหาคา
การหดตัวของเซรามิกภายหลังการเผาในรูปของการหดตัวเชิงเสน (linear shrinkage) ดวยการวัด
ความยาวของแทงเซรามิกท้ังกอนและหลังการเผาซินเทอร  จากนั้นจึงนําคาท่ีไดมาคํานวณหารอย
ละการหดตัวของเซรามิกจากสมการ 3.3 ดังนี้ 
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                           การหดตัว (%) =   100
1

21 ×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
d

dd                            (3.3) 

       

เม่ือ    d1 และ d2 เปน ความยาวของแทงเซรามิกกอนและหลังการเผาซินเทอรตามลําดับ 
 
3.5.3 การหาคารอยละของความพรุน 

หลังจากผานกระบวนการเผาซินเทอรแลวจึงนําเซรามิกท่ีไดมาตรวจสอบหารอยละของ
ความพรุนดวยวิธีเศษสวนปริมาตร (volume fraction) [42] ซ่ึงเปนคาท่ีแสดงถึงอัตราสวน 
(โดยท่ัวไปคิดเปนเปอรเซนต ) ของปริมาตรของเฟสท่ีสนใจ (รูพรุน) ตอปริมาตรของเฟสท้ังหมด 
 เศษสวนจุด (point fraction) เปนคาท่ีแสดงถึงอัตราสวน (โดยท่ัวไปคิดเปนเปอรเซนต) 
ของจุดท่ีนับไดของเฟส หรือองคประกอบท่ีสนใจบนภาพสองมิติของเฟสหรือองคประกอบท่ีทึบ
แสงตอจํานวนของตารางจุดท้ังหมด ซ่ึงในทางปฏิบัติสามารถวัดไดโดยการนําตารางส่ีเหล่ียมท่ีมี
จุดตัดท่ีแนนอนวางลงบนภาพถายโครงสรางจุลภาคของชิ้นงาน แลวนับจํานวนจุดตัดของตารางท่ี
ตัดกับเฟสท่ีสนใจแลวหารดวยจํานวนจุดตัดของทุกเฟส เรียกวิธีการแบบนี้วา การหารเศษสวน
ปริมาตรแบบ point-fraction โดยมีสูตรในการคํานวณ ดังนี้  
 

%100)( ×=
T

i
p P

P
iP     (3.4)  

  
เม่ือ  Pp(i)  คือ รอยละของความพรุนของเซรามิก 
 Pi  คือ จํานวนรูพรุนท่ีทับกับจุดตัดของตาราง และ 
 PT คือ จํานวนจุดตัดของตาราง 
 
3.6 การตรวจสอบสมบัติทางกลของเซรามิก 
 เร่ิมตนจากการเตรียมเซรามิกท่ีจะนํามาทําการทดสอบโดยการขัดผิวของเซรามิกดวย
กระดาษทราย เบอร 600 800 1000 และ 1200 ตามลําดับ แลวจึงนําช้ินงานท่ีไดมาขัดผิวดวยผง
ขัดอะลูมินาท่ีมีความละเอียดประมาณ 1 ไมโครเมตรอีกคร้ัง    เพื่อท่ีจะทําใหผิวท้ังสองดานของ
เซรามิกอยูในแนวระนาบและเรียบสมํ่าเสมอกัน จากนั้นจึงนําเซรามิกท่ีผานกระบวนการขัดไปอบ
ในตูอบอุณหภูมิประมาณ 80๐ซ เปนเวลานาน 24 ช่ัวโมง เพื่อทําใหแหงหลังจากนั้นจึงนําช้ินงานมา
ทําการทดสอบสมบัติทางกลตาง ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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3.6.1 การหาคาความแข็ง (hardness) 
 คาความแข็งของวัสดุเปนคาดัชนีท่ีสามารถบงถึงความสามารถในการตานทานตอรอยขีด
ขวนท่ีบริเวณผิวของวัสดุ โดยปกติแลวเซรามิกถูกจัดอยูในกลุมของวัสดุท่ีมีคาความแข็งสูงมาก 
หรืออาจกลาวไดวาเซรามิกเปนวัสดุท่ีสามารถทนทานตอการขีดขวนไดดี โดยวิธีการวัดคาความ
แข็งนั้นสามารถแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ ตามลักษณะของการวัด คือ 1) คาความแข็งเชิง
เปรียบเทียบ เปนวิธีการบงบอกถึงคาความแข็งแรงของวัสดุโดยอาศัยการเปรียบเทียบกับคาความ
แข็งของวัสดุมาตรฐานซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 10 ระดับ ในสเกลของ Mohs และ 2) คาความ
แข็งท่ีไดจากการกด (indentation) เปนวิธีท่ีนิยมใชในการหาคาความแข็งของวัสดุมากท่ีสุดเนื่องจาก
ใหคาเปนตัวเลขท่ีแนนอน โดยอาศัยหลักการกดวัสดุท่ีมีปลายขนาดเล็กลงไปบนผิวหนาของวัสดุ
ดวยแรงขนาดหน่ึงท่ีทราบคา จากนั้นจึงทําการตรวจสอบลักษณะของรอยกดท่ีเกิดข้ึนบนผิวของ
ช้ินงาน ซ่ึงคาความแข็งท่ีไดจะเปนการคํานวณจากแรงท่ีใหเทียบกับพื้นท่ีของรอยกดท่ีเกิดข้ึน 
 ทําการวัดคาความแข็งดวยวิธีการกด เพื่อหาคาความแข็งในหนวยของนูป (Knoop) และ
ความแข็งในหนวยของวิกเกอร (Vickers) โดยใชเคร่ืองวัดคาความแข็งจุลภาค (microhardness 

tester : Musushida MXT-α7 และ Galileo Microscan 2) ดังแสดงในรูป 3.13 และ 3.14 ซ่ึงการหา
คาความแข็งสามารถคํานวณไดจากสมการท่ี 3.5 และ 3.6 ตามลําดับ [43-44] ดังนี้  

 
2/)23.14( dPHK ×=     (3.5) 

 

2/)854.1( dPHV ×=     (3.6) 
 

เม่ือ HK คือ คาความแข็งในหนวยของนูป 
 HV คือ คาความแข็งในหนวยวิกเกอร 
 P คือ น้ําหนักท่ีใหแกหัวกด และ  
 d คือ คาความยาวเฉล่ียของเสนทแยงมุมของรอยกด 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3.13 เคร่ืองวัดความแข็งจุลภาค (microhardness tester) รุน MXT-α7 (Knoop) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูป 3.14 เคร่ืองวัดความแข็งจุลภาค (microhardness tester) รุน Microscan 2 (Vickers) 
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3.6.2 การหาคามอดูลัสของยัง (Young’s Modulus) 
ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียดในวัสดุนั้นสามารถแสดงไดดังรูป 3.15 ซ่ึง

มีรายละเอียดของขอมูลท่ีเปนดัชนีบงช้ีถึงพฤติกรรมทางกลของวัสดุ เชน (a) ความเคน ณ จุดคราก 
(yield stress) ท่ีบงบอกถึงจุดสุดทายท่ีความเครียดของวัสดุยังคงเพิ่มขึ้นตามความเคนดวย
ความสัมพันธท่ีเปนเสนตรงอยู ซ่ึงถามีการใหความเคนแกวัสดุไมเกินจุดนี้ เม่ือเอาความเคนออก
วัสดุจะยังคงสามารถคืนตัวกลับสูรูปรางเหมือนเดิมกอนท่ีจะไดรับความเคน ซ่ึงจัดอยูในชวงการ
เปล่ียนรูปอยางยืดหยุน (elastic region) (ชวง (c)) ทําใหสามารถบงบอกถึงคาความแข็งแรงของวัสดุ
ในรูปของคามอดูลัสของความยืดหยุน (modulus of elasticity, E) ท่ีสามารถหาไดจากคาอัตราสวน
ระหวางความเคนกับความเครียดหรือจากคาความชันของกราฟในชวงท่ีมีการเปล่ียนรูปอยาง
ยืดหยุน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3.15 รายละเอียดของพฤติกรรมเชิงกลของวัสดุจากกราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเคน
กับความเครียด [45] 
 

ไดทําการหาคามอดูลัสของยังของช้ินงานพอรซเลนเซรามิกนาโนคอมโพสิตท่ีมีสัดสวน
องคประกอบตาง ๆ กัน โดยอาศัยการคํานวณจากขนาดของรอยกดที่เกิดข้ึนจากหัวกดแบบนูป 
(Knoop) ดังแสดงในรูป 3.16 พรอมกับใชสมการท่ี 3.7 [46] ดังนี้ 

 

(a) 

(b) 

(d) 

(c) ความเครียด, ε 
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( ) ( )[ ]'/'/ abab
HKE
−

=
α     (3.7) 

 
เม่ือ E คือ คามอดูลัสของยัง (GPa) 

 α คือ คาคงท่ีท่ีไดจากการทดลอง สําหรับเซรามิกโดยท่ัวไปมีคาประมาณ 0.45 
 HK คือ คาความแข็งในหนวยของนูป (GPa) 

ab /  คือ คาอัตราสวนระหวางเสนทแยงมุมของหัวกดดานส้ันตอเสนทแยงมุมของหัว
กดดานยาว สําหรับหัวกดนูปมีคาเปน 0.14 และ 

'/' ab  คือ คาอัตราสวนระหวางเสนทแยงมุมของรอยกดดานส้ันตอเสนทแยงมุมของรอย
กดดานยาว 

 
 
 
 
 

รูป 3.16 ลักษณะรูปรางของรอยกดท่ีเกิดจากหัวกดนูป  
 
3.6.3 การหาคาความตานทานตอรอยแยก (fracture toughness, KIC) 

นอกจากนี้ กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเคนกับความเครียดในรูป 3.15 ยัง
สามารถใชในการหาคาสมบัติทางกลไดอีกคาหนึ่ง คือ คาความตานทานตอรอยแยก (fracture 
toughness, KIC) โดยสามารถหาไดจากพ้ืนท่ีใตกราฟต้ังแตจุดเร่ิมตนไปจนถึงจุดแตกหัก (failure 
point, (b)) แตเนื่องจากเซรามิกนั้นเปนวัสดุท่ีมีชวงของการเปล่ียนรูปอยางถาวร (c) นอยมาก ทําให
พื้นท่ีบริเวณใตกราฟระหวางความเคนกับความเครียดของเซรามิกนั้นมีคานอย แตก็สามารถทําการ
หาความตานทานตอรอยแยกของเซรามิกไดจากสมการท่ี 3.8 โดยทําการหาความตานทานตอรอย
แยก (KIC) ของพอรซเลนเซรามิกนาโนคอมโพสิตท่ีมีสัดสวนองคประกอบตาง ๆ กัน โดยอาศัยการ
คํานวณจากขนาดของรอยกดท่ีเกิดข้ึนจากหัวกดแบบวิกเกอร (Vickers) ซ่ึงทําใหผิวหนาของเซรา
มิกเกิดเปนรอยแตกจากมุมท้ังส่ีของหัวกด ดังแสดงในรูป 3.17 ซ่ึงคาความตานทานตอรอยแยก 
(KIC) สามารถคํานวณไดจากสมการท่ี 3.8 [47-48] ดังนี้ 
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/
C

HEPKIC
ξ

=     (3.8) 

 
เม่ือ KIC คือ คาความตานทานตอรอยแยก (MPa.m1/2) 

ξ  คือ คาคงท่ี (prefactor) จากการทดลองของ Fischer และ Marx [18] มีคาประมาณ 
0.018 

 P คือ น้ําหนักท่ีกด (MPa) 
 E คือ คามอดูลัสของยังท่ีหาไดจากการใชสมการท่ี 3.5 
 H คือ คาความแข็งวิกเกอรท่ีหาไดจากสมการท่ี 3.4 และ 
 C คือ คาความยาวของรอยแตก (m) 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 3.17 ลักษณะของรอยกดท่ีเกิดจากการใชหัวกดแบบวิกเกอร 

(C คือ คาความยาวของรอยแตก) 
 
3.6.4 การหาคาความทนแรงดัดโคง (flexural strength, M) 
 ไดทําการหาคาความทนแรงดัดโคง (M) ของพอรซเลนเซรามิกนาโนคอมโพสิตท่ีมีสูตร
ตาง ๆ เร่ิมตนดวยการเตรียมเซรามิกท่ีจะนํามาทดสอบโดยการขัดผิวของเซรามิกดวยกระดาษทราย
เบอร 100 400 800 1200 ตามลําดับ แลวจึงนําช้ินงานมาขัดดวยผงขัดเพชรที่มีความละเอียด
ประมาณ 3 และ 1 ไมโครเมตร ตามลําดับ เพื่อทําใหช้ินงานขนาดตามมาตรฐาน ISO 6872:1999 ใน
การทดสอบแบบกด 3 จุด (three-point bending test) กลาวคือ ช้ินงานเซรามิกมีความกวาง ความยาว 
และความหนา 4, 20 และ 1.2 มิลลิเมตร ตามลําดับ จากวิธีการทดสอบแบบกด 3 จุด ดังรูป 3.18โดย
การกดนํ้าหนักลงตรงกลางช้ินงานจนกระทั่งช้ินงานหักดวยเคร่ือง universal testing machine 
(Instron, Model 5566, MA, USA) ดังรูป 3.19 และการคํานวณจากสมการท่ี 3.9 [35] ดังนี้ 
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22
3
bd
WlM =      (3.9) 

 

เม่ือ M คือ คาความทนแรงดัดโคง (MPa) 
 W คือ น้ําหนักท่ีกดจนช้ินงานแตกหัก (N) 
 l  คือ ระยะหางระหวางจุดกดของเคร่ือง (mm) 
 b  คือ ความกวางของช้ินงาน (mm) และ 
 d  คือ ความหนาของช้ินงาน (mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3.18 การทดสอบแบบกด 3 จุด (three-point bending) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3.19 universal testing machine (Instron, Model 5566, MA, USA) 
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3.7 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 นําขอมูลท่ีไดจากการทดลองใหหัวขอ 3.5 และ 3.6 มาวิเคราะหเพื่อหาคาเฉล่ียเลขคณิต 

)( X จากสมการ 3.10  

n

x
X

n

i
i∑

== 1     (3.10) 

 
เม่ือ X  คือ คาเฉล่ียเลขคณิต 
 xi คือ ขอมูลดิบจากการทดลอง 
 n คือ จํานวนขอมูล 
 
การทดลองนี้เลือกใชคาเฉล่ียเลขคณิตเปนตัวแทนของขอมูล เนื่องจากคาเฉล่ียเลขคณิตเปนการ
แสดงตัวแทนขอมูลโดยใชขอมูลดิบท้ังหมด ซ่ึงเม่ือขอมูลดิบมีปริมาณมากพอ (มากกวา 30 ขอมูล) 
คาเฉล่ียเลขคณิตท่ีคํานวณไดก็จะมีความนาเช่ือถือ และสามารถนํามาใชเปนตัวแทนของขอมูลได 
 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation, SD) ของขอมูลสามารถคํานวณไดจากสมการ 
3.11  
 

n

xx
SD

n

i
i∑

=

−
= 1

2)(
    (3.11) 

 
เม่ือ SD คือ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

xi คือ ขอมูลดิบจากการทดลอง 
x  คือ คาเฉล่ียเลขคณิต 
n คือ จํานวนขอมูล 
 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเปนการวัดการกระจายตัวของขอมูล การวัดการกระจายดวยวธีินี้หาจากรากท่ี
สองของกําลังสองของขอมูลดิบท่ีเบ่ียงเบนจากคาแนวโนมเขาสูสวนกลาง (คาเฉล่ียเลขคณิต) ถา
ขอมูลกระจายมาก สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานจะมีคามาก และในทางตรงกันขาม ถาขอมูลกระจายนอย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานจะมีคานอย วิธีนี้สามารถวัดการกระจายของไดดีเพราะใชขอมูลดิบทุกตัวมา
คิดคํานวณ [49] 
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3.8 การตรวจสอบโครงสรางจุลภาคของเซรามิก 
นําช้ินงานพอรซเลนเซรามิกนาโนคอมโพสิต ท่ีผานกระบวนการเผาซินเทอรดวยเงื่อนไขท่ี

แตกตางกันมาทําการตรวจสอบลักษณะของโครงสรางจุลภาคดวยการใชกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscopy หรือ SEM) ดังแสดงในรูป 3.20 เพื่อนํา
ขอมูลท่ีไดมาใชประกอบในการอธิบายถึงความสัมพันธระหวางโครงสรางจุลภาค และการแนนตัว
ของเซรามิก        โดยเร่ิมจากการนําช้ินงานมาทําความสะอาดพ้ืนผิวกอนดวยการใชเคร่ืองอัลทรา
โซนิกสเปนเวลานาน 15 - 30 นาที เพื่อกําจัดส่ิงสกปรกออกไปจากผิวหนาช้ินงานจากน้ันนําไปอบ
ใหแหง แลวจึงนําแตละช้ินไปติดบนแทนทองเหลือง (stub) ดวยเทปกาวสองหนาแบบบางโดยจัด
ใหผิวหนา (surface) และรอยแตก (fracture) ของช้ินงานเซรามิกวางตัวอยูในแนวท่ีเหมาะสมตอการ
ตรวจสอบดวยเทคนิค SEM ทําการเคลือบผิวหนา      และรอยหักของช้ินงานเซรามิกดวยทองคํา
สําหรับทําเปนข้ัวไฟฟา โดยใชเทคนิค sputtering เปนเวลานาน 40 วินาที  จากน้ันจึงนําไปทําการ
ตรวจสอบลักษณะโครงสรางจุลภาคดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูป 3.20 กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (รุน JSM 840A)  
 

 
 
 
 

 

 


